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１．概要（Summary） 

利用者らは、分子量分布を非常に狭く調製した剛直棒

状高分子（ポリシラン）がスメクチック相と呼ばれる層状の

液晶相を形成し、これに混合した特定のアルキル鎖長の

テトラアルキルシランが特異的にスメクチック相の層間に

挿入されることを見出した。ポリシランは液晶配向膜を用

いて基板上に大面積に配向展開することが可能であり、

テトラアルキルシランはポリシランとの溶解性の違いを利

用して選択的に溶解除去することが可能であることから、

残ったスメクチックレイヤーをテンプレートに基板をドライ

エッチングすることにより、ナノパターニングを行うことが可

能であると考えられる。このため、ポリシラン、ポリイミド配

向膜、基板のエッチングレートの最適化を目的に、北海

道大学電子科学研究所のレーザー直接描画装置、ICP ド

ライエッチング装置を利用してパターニング条件の検討を

行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置／ネオアーク社製：DDB-201 

反応性イオンエッチング装置 RIE-10NRV 

【実験方法】 

基板上に展開したポリシラン／テトラアルキルシラン混

合系のスメクチック相のテトラアルキルシランのみを溶解

除去し、これをマスクとして用いて、CF4 ガスを用いたプラ

ズマエッチングによる下地基板のナノパターニングを検討

した。ポリイミド配向膜／ポリシランの膜厚の条件出しおよ

び、基板のみでのエッチングレートを算出し、ICP ドライエ

ッチング装置によりエッチング条件の最適化を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ポリシランとテトラクロロシランの混合物をシリコン基板上

に展開し、ポリシランの貧溶媒かつテトラアルキルシランの

良溶媒であるメチルエチルｹﾄﾝでテトラアルキルシランの

みを除去した（Fig. 1 左 AFM 像）。この基板を CF4 ガス

でドライエッチングし、クロロホルム中で超音波洗浄した結

果（Fig. 1 右 SEM 像）、シリコン基板上にスメクチック相の

層状構造が転写されることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1 Transcirption of smectic layers onto Si substrate.


